PHILIPS |oc171

R.F. GERMANIUM TRANSISTOR o¢f the p-n-p type made in the
alloy-diffusion technique with low collector capacitance
and high transconductance at high frequencles. The tran-
sistor 1s suitable for use as R.F., amplifier and as mixer-
oscillator in F.M. receivers. It is hermetically sealed
in a metal can and absolutely moisture proof

TRANSISTOR H.F. A CRISTAL DE GERMANIUM du type p-n-p en
technique alliage~-diffusion avec falble capacite de
collecteur et a conductance de transfert elavee a des
frequences élevées. Le transistor a été congu pour
l'utilisation comme amplificateur H.F. et comme oscil-
lateur-changeur de frequence dans les récepteurs F.M.
I1 est scellé hermetiquement dans un boitier metalli-
que et protégé contre 1l'humiditeé

HF p-n-p-GERMANIUMTRANSISTOR nach dem Legierungs-Diffu-
sionsverfahren mit kleiner Kollektorkapazitdt und hoher
Stellheit bei hohen Frequenzen. Der Transistor 1st ge-
eignet zur Verwendung als HF-Verstdrker und als Oszil-
lator-Mischer in FM-Empfangern. Er ist hermetisch ab-
geschlossen in elnem Metallgehduse und absolut sicher
vor Feuchtigkeit

Limiting values (Absolute max. values)
Caractéristiques limites (Valeurs max. absolues)
Grenzdaten (Absolute Maximalwerte)

-VecB = max. 20 V¥
-Ic = max, 10 mA

Ig = max. 10 mA
-Ig = max, 1 mA

Pc (Tamb = 45 %¢) = max. 50 mW

continuous operation

TJ service continu = maX. 75 S
Dauerbetried

intermittent operation 01
T service intermittent = max., 90°¢')
aussetzender Betrieb

Storage temperature 0 o
Température d'emmagasinage =-55C/+75°C
Lagerungstemperatur

1) Total duration max. 200 hours. Likelihood of full per-
formance of a circuit at this temperature is also
dependent upon the type of application

Durée totale 200 heures au max. La probabilite de
Tonctionnement optimum d'un circuit a cette température
est aussi dependante du genre de l'application

Gesamtdauer max. 200 Stunden. Die Wahrscheinlichkeit,
optimaler Wirkung einer Schaltung bel dlesgser Temperatur
wird auch von der Verwendungsart bestimmt

938 4153 Tentative data. Vorldufige Daten 1.
3.3.1960 Caractéristiques provisoires



OC171 PHILIPS

Dimensions in mm
Dimensions en oo

Abmessungen in mm max95 min37 .

ikl
T 17 T
- s 1 x — j
BN SR E 7
N 3
RRE 3

Thermal data. Junction temperature rise to o
ambient temperature in free air K < 0.6 “C/mW
Données thermigues. Augmentation de la tempe—
rature de la Jjonction au regard de la tempe- o
rature de 1'ambiance a 1l'air libre K < 0,6 “C/m¥
Thermische Daten. Temperaturerhthung in Bezug
auf die Umgebungstemperatur in freler Luft K < 0, 6 C/hw

Characteristics

Caractéristiques Tamb = 25 °C
Kenndaten
Min, Max,
-Iopo(-Vcp = 6V ) = 1,5 pA < 13 pA

1 [“T’ = 50 pAl _
"B\ = 0 }—‘70V > 20V
-\Us{lg :58“A}= > 0,5 V
-18 { Bz 0 gﬂ} = 15 pA < 50 uA
-Vax { B = ¢ L} = 260 WV > 210 mV < 330 mV
VCB = 6V
= 1 mA p»= 15 dB < 40 4B
= 1 kc/s

') Interlead shield and metal case
Blindage entre les connexions et boitier metallique
Abschirmung zwischen den Anschliissen und Metallgehsduse

2) Spot noise filgure, measured with an input source impe-
dance of 500 R
Facteur de bruit pour une bande etroite. mesuré avec une
impédance de la source d'entrée de 500 R
Rauschfaktor bel klelner Bandbreite, gemessen mit einer
Impedanz der Eingangsspannungsquelle von 500 R

938 4154 Tentative data. Vorldufige Daten 2.
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Characteristics (continued)

Caractéristiques (suite) Tagb = 25 °C
Kenndaten {Fortsetzung)
Column I: Setting of the transistor and typical {average)
measuring results of new transistors
II: Characteristic range values for equipment des
Colonne I: Valeurs pour le reglage du transistor et le
resultats moyens de mesures de transistors peuf
II: Gamme de valeurs caractéristiques pour 1l'étud
dtequipements
Spalte I:. Einstelldaten des Transistors und mittlere Mess-
ergevnisse neuer Transistoren
II: Charakteristischer Wertbereich fir Geritent-
wurf
I S * S _r_lIiro
Ve ‘= 6: v -VeE = e‘r v
Ir a 1 mA 1B = 1 mA
r1') = 701 Mc/s Rg 2)= 150 | Q
' f =10,7! Uc/s
~<Vvcg = 6! v F « 4'¢c 8 aB
IE . 1: mA :
f = L kec/s ~V¢B = 6, v
bfe" = 1001 > 20 IE = 11 mA
' . Rg’) = 681! Q
“VCE = 6: v r = 100 : Nc/s
'y = 2| Mc/s
lzro| %)= 251 <45 @
I

2y 2rp =

3y Input

) Frequency gt which |nge| = 1
Fréquence a laquelle |hfg| = 1
Frequenz bei der

¥rb

Impédance de la source d'entrde
Ilmpedanz der Eingangsspannungsquellse

Ihre]

l__ ( see page 4; voir page 4; siehe Seite 4)

source impedance

T38 4199
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Characteristics (continued) o
Caractéristiques (suite) Tamb = 25 °C
Kenndaten (Fortsetzung)

Small signal parameters
Parametres pour petits signaux
Parameter flr kleine Signale

!Ij fo
e -—
bo—— I —— f
I l
¥

Vi| Gie CJre-‘- lVoYre Vr')’fel Tcoe Joa
. S S S S B

Common emitter; Emetteur a la masse; Emitterschaltung

".f o
. -—

e . . y ——OC
é _[_ 1 Vi¥ro ;L
Vi ] =9ib Cib l"&.}?b Cob ot I’»&
| I
Ho— [ + ‘ : ob

Common base; Base a la masse; Basisschaltung

Common em;tter Common bhase

Emetteur a la masse Base a la masse
Emitterschaltung Basisschaltung
__ 1t 1T . r_ i _
-Vor = 6 : V -Vep = 6 : v
I = , mA Iy = (. mA
£ = 0,45 | Mc/s rf = 100 | Mc/s
~Ccpa = 1,81 < 2,4 pF &b = 23 1< 45 mA/V
v 6 : -Cip = 6 : <18 pF
"ICE i L ;L yro) = 0,6 | < 1 nA/v
E = | -opp = 859
f = 10,7 : . Mc;s [yro] = 14 : > 9 mA/V
e = 20 < S5 uaA/vV _ 0 o_ 0
| Prp g0 I?O 110
gob = 0,35 | < 0,6 mA/V
Cob = 2,6 1< 4 pF
|
938 4200 Tentative data. Vorl#dufige Daten 4,
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Operating characteristics as R.F. pre-amplifier at 100 Mc/s

Caracteristigues d'utilisation comme preé-amplificateur
H.F. a 100 MHz .

Betriebsdaten als HF-Vorverstdrker bei 100 MHz _

son  1500pF 9?217] 220pF
Sy
qo 100 fr o
O-§Y
- —O+103V _
81 = 0,18 uK ferrite bgad . 6 39 /48
- Sz = perle de ferrite 56 39C 31/4
S2 = 0,18 pH 2 Ferritperle

The resistance Rl is chosen such that the total output
impedance equals 3.3 kQ . ,
La resistance Rlest cholsie de telle maniere que l'impe-

dance de sortie totale est de 3,3 kR
Der Widerstand Riwird derart gewahlt, dass der Gesamtaus-
gangsimpedanz 3,3 kQ ist

Available power gain
Amplification de puissance dlisponible > 10 4B
Optimale Lelstungsverstirkung

Voy2 4Rg
The avalilable power gain is defined by (VI)° ' where

the Insertion losses of both tuned circuits have been
taken into account

L'agplif%ﬁation de puissance disponible est définie par
(V%J? gy » dans lequel les pertes des -deux circuits
syntonisés ont été mises en ligne de compte

Dievoptigﬁle Leistungsverstarkung ist définiert durch
(V%)? -T%%,wobei die Verluste in den abgestimmten Kreisen
in Rechnung getragen sind

938 4271 Tenfativq data. Vorliufige Daten De
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